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１．概要（Summary）： 

我々は、ロール to ロール技術を適用したマイクロ

波プラズマ CVD 法によりグラフェンを短時間で大

面積に低温合成できる技術を開発し[1]、この技術を用

いた産業応用への展開を目指している。今後は、大面

積でのグラフェン膜の低抵抗化が求められる。これま

でに我々はプラズマ CVD 法により合成したグラフ

ェン膜の電気伝導特性に関して、van der Pauw素子

に対して評価を行った[2]。その結果、ホール移動度が

10-100 cm2/Vsという値が得られている。グラフェン

膜の電気伝導特性を把握する他の手段として、電界効

果型トランジスタが挙げられる。一方、これまで大気

中での電気伝導特性を行ってきたが、ディラックポイ

ントが観察されず、正確な評価を行うことができなか

った。今回、真空プローバを用いてグラフェンの電界

効果型トランジスタの評価を行った。 

 

２．実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・真空プローバ 

・半導体パラメータアナライザ 

【実験方法】 

 グラフェンを転写した SiO2/Si基板に対して、通常

の半導体プロセスを用いた電極のパターニングを行

った。具体的には、コンタクトマスクアライナ装置を

用いてレジストにパターニングを形成し、その後、真

空蒸着装置にて金属を蒸着した。最後にリフトオフプ

ロセスを用いてレジストを除去することでグラフェ

ン電界効果型トランジスタの作製を行った（持ち込み

試料）。そのデバイスを真空プローバの試料台に設置

した状態で真空を引き、その後、半導体パラメータア

ナライザにて特性評価を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

Figure 1 に作製したグラフェン電界効果型トラン

ジスタの電流電圧特性(Id-Vgs)を示す。ゲート電圧は

-40Vから 40Vにスイープし、またドレイン電圧は 100 

mV を印加している。これまで見られなかったディラ

ックポイントが今回観察できる結果となった。本研究

でディラックポイントが観察されたのは、グラフェン

中に吸着している水や酸素が真空中に保持すること

で脱離した結果だと考えられる。 
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Fig. 1 Id-Vgs characteristics of graphene device. 
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